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【緒言】遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)

は薄膜においても高い移動度を持つため、次世

代半導体として期待されている[1]。一方、Al2O3

絶縁膜の形成で用いられる原子層堆積法

(ALD)では、H2Oプリカーサーによって TMDC

膜を酸化することが報告されている[2]。そこで

in-situ-ALD による Al2O3カバー成膜について、

TMDC膜質の基板温度依存性を調査した。 

【方法】SiO2(700 nm)/n-Si基板上に、1.2-nm厚

の MoS2膜を RFパワー50 W, 基板温度 450oC, 

圧力 0.55 Paでのスパッタ法により成膜した後、

4.5-nm 厚の Al2O3 膜をトリメチルアルミニウ

ム(TMA)と H2Oを用いる in-situ-ALDにより基

板温度 150-350oCで堆積した。ここで 150oC未

満や 350oC以上では、ALD-Al2O3膜は残留物に

より誘電率が劣化することを考慮した [3,4]。 

【結果】Fig. 1にラマン分光法により測定した

MoS2薄膜ピークの半値幅の Al2O3成膜温度依

存性を示す。また Table 1に、各温度における

半値幅の標準偏差を示す。これらの図表より、

250oC 以上で半値幅が減少することがわかる。

これは、基板加熱によるマイグレーションの効

果[5]が支配的になり、MoS2 膜質が向上したた

めと考えられる。一方、250oC未満でも半値幅

を低減でき、特に 150oCで半値幅の平均と標準

偏差が最も小さくなることがわかる。これは、

低温化でH2OによるMoS2膜の酸化[2]が抑制さ

れたためと考えられる。ここで、150oC未満で

は TMAが分解されないことから Al2O3膜の膜

質が劣化して誘電率が顕著に減少するため[3]、

MoS2 膜上での ALD-Al2O3 成膜の基板温度は

150oC程度が適切であると考えられる。 

【結言】MoS2薄膜上にAl2O3膜を堆積する際、

基板温度が 150oCのときに小さいMoS2薄膜の

半値幅が得られた。今後は他の TMDC 薄膜に

ついても同傾向が観察されるかを調査する。 

 
Fig. 1: PVD MoS2 film full-width half maximum 

of the Raman spectrum on substrate temperature. 

 

Table 1: Standard deviation values of MoS2 film 

FWHM for each substrate temperature from Fig. 1. 

Temperature 

[oC] 

Standard deviation 

[cm-1] 

150 0.399 

200 0.748 

250 1.030 

300 1.230 

350 0.642 
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